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 デバイスばらつき測定用電源構造の改善

デバイスの微細化に伴い，回路の特性
ばらつきが大きくなっている

 

PAD

トランジスタ・アレイの問題点
面積やPAD数削減の為，レイアウトが制限される場合，
各素子からPADまでの距離に依存した寄生抵抗が生じる

→デバイスのばらつきが寄生抵抗によるばらつきに埋もれてしまう

寄生抵抗によるドレイン電流の差∆Idsを低減し，ばらつきを高精度に測定する

 

Vdd・VssのIdsに対する感度
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Vssの方が感度が大きい
→Vss側の抵抗をより抑えるべき

PAD配置

シミュレーション結果

試作時の様々な事情

対称に配置すれば，
Rvdd+Rvssを一定にできる

<トランジスタ・アレイ>
同じデバイスパラメータを持つ
トランジスタをアレイ状に多数配置，
測定し，ばらつきを評価する
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感度が違うので，
∆Idsを抑えるには不十分
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Rvdd, Rvssの感度

1. 測定するバイアス条件，
デバイス・パラメータで
netlist作成．
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2. Rvdd, Rvssを変えながら
回路シミュレーションを繰り返す

γ= dIds
dRvdd

dIds
dRvdd

感度比 ≅ 11

他モジュールの存在
・使えない領域がある
・PAD数が制限される WVdd
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隣同士

対称配置

Wvss/Wvdd = γ

1/50

トランジスタをチップ
全体に配置したい

 
配線幅を電源寄生抵抗に対する感度比 γに
基いて決定する方法を提案した

寄生抵抗によるドレイン電流差を従来の1/50に低減

問題点
・スイッチ，配線幅のばらつきを考慮していない
・感度がバイアス条件により変わってしまう

PAD位置と配線幅比

ldsのばらつき方の変化

 
・対称に配置する
 ことで，極小点を
 取ることができる

・単純なレイアウト
 なら，∆Ids=0 も可能
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(計算例)

PAD対称配置
配線幅比=1: γ
∆Ids=0.016%

PAD隣配置
配線幅比=1:1
∆Ids=0.53%

目的


